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摘要(译)

通过在具有P沟道TFT和N沟道TFT的多晶Si型TFT LCD中使用上栅极层和下栅极层之间的蚀刻速率差，可以形成具有底切下栅极层
的双层栅极层。通过在N型离子注入期间使用上栅极层作为离子注入掩模，可以容易地形成LDD结构。 LDD尺寸由上栅极层和下栅
极层之间的歪斜尺寸决定。此外，可以省略掩蔽离子注入所需的光刻步骤。
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